














　　　　　３）をすでに出荷している。マイクロ プロセッ サにおいても ，ミッ プス ・コソピ ュータ ・シ






























　年 ：西田稔『日本の技術進歩と産業組織』名古屋大学出版会 ，１９８７年 ：伊藤実『技術革新と












すえられた。１９７０年代のマイクロ プロセッ サと メモリチ ップの普及を具体的内容とする








１９４７ トラノジスタの発明（バー ディン，ブラ ッテン） トランジスタ
１９４９ 接合形トラソジスタの発明（シ ョックレイ）
１９５１ 接合形トランジスタの試作（米国ベル研究所）



















（出所）　日本電子機械工業会編「９１ＩＣガイドブ ック』１９９１年，４べ 一ジ，表２ 。
うとしている 。
　また，１９８０年代に入ると ，ＡＳＩＣ（・ｐＰ１１・・ｔ・ｏｎ・ｐ・・１丘・ＩＣ特定用途ＩＣ）が急速に普及し
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６）始め，ユー ザー・ 二一ズをより反映した半導体が開発される時代とな っている。さらに ，






上によっ て， 密着露光（コンタクト方式，プ ロキシミティー 方式），投影露光（プ ロジ ェクシ
（６１０）
　　　　　　　　　　　　半導体企業の研究開発体制（肥塚）　　　　　　　　　　１７５





マ・ レー ザーへと解像力向上のため，より波長の短い光源の採用を行おうとしている 。
　生産工程で使用する材料の技術革新も ，同時に実現してきた。例えぱ半導体結晶は ，
トラソジスタ時代にはゲルマニウム だっ たのが，ＩＣ時代にはシリコソに代わっている 。
また最近では化合物半導体の生産が増大している。さらにシリコソウェーハでも ，より
大きいサイズの口径を採用してきた。サイズの大きい方が，より面積が広く ，たくさん
のチ ヅフ を一度に作れ，大量生産による コストタウノが可能となるからてある。もっと
も， チッ プサイズそのものが大型化しており ，単位面積当りのチ ップ数は減少傾向にあ

















































ＤＲＡＭから光源をｉ．線あるいはＫｒＦエキシマ ・レー ザー にするかという点と ，位相 シ
フトマスクをどの光源と組合せて導入するかという点が主要な焦点とな っている。前者

























　鯉；×１６ ・６４Ｋビント　堕 ×９ ・２５６Ｋヒント
















（出所）　日経ｐＢ杜編［日経マイクロ デバイス』１９９０年１０月号，４７べ 一ジ，図７ 。
９４　　　９５　　　９６　　　９７
　量産開始時期（年）





























２）　Ｔ ．Ｒ．リード（鈴木主税，石川渉訳）『チ ッブに組み込め！』草思杜，１９８６年を参照 。
３）　オーム 杜編ｒ超ＬＳＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ＆ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＮＯ．２マイクロ プロセッ サの
　すべて』オーム 杜， １９８５年１１月 ，および同編『超ＬＳＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ＆ＡＰＰＬＩＣＡ －
　ＴＩＯＮ　ＮＯ．３ＬＳＩメモリのすべて』オーム 杜， １９８６年３月を参照 。

























































トレソチとな っている。詳しくは，日経ＢＰ杜編『日経マイクロ デバイス』１９８９年８月号 ，
８９～９６べ 一ジ，および１９９０年６月号，６６～６９ぺ一ジを参照 。
　日本半導体製造装置協会編『半導体製造装昼用語辞典』日刊工業新聞杜，１９８７年，２７９
べ一ジ ：日経ＢＰ杜編『日経マイクロ デバイス』１９９０年１０月号，５７～５９ぺ 一ジ参照 。
　日経ＢＰ杜編『日経マイクロ デバイス』１９９１年５月号，４６－７７べ一ジ参照 。
　オーム 杜編『超ＬＳＩ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ＆ＡＰＰＬＩＣＡＴＩＯＮ　ＮＯ．３ＬＳＩメモリのすべて』
































む長期プ ロジ ェクトであり ，１Ｇ　ＤＲＡＭ開発をはじめとして６０近いプ ロジ ェクトがあ
る。 後者は将来の基盤技術強化のために３年程度の研究期間で取り組む重点研究分野で














































































　　　　　　　　　　　　　　　　　　１０）の差をつけられていた（東芝は同１ ，７００億円）。 ＣＭＯＳ技術に見るべきものがあ ったとは
いえ，技術的に最先端を走っているという状況になく ，民生用をべ一スに製品展開を行
っていた。とくに玩在の東芝半導体事業を支えているＤＲＡＭは，コンピ ュータのメイ











































































































































技術センター であ つて，ＵＬＳＩ用のＣＡＤ（Ｃｏｍｐｕｔ・・ ＡｉｄｅｄＤｅ・ｉｇｎ），ＣＡＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅ・
Ａ１ｄ・ｄ　Ｔ・・ｔｍｇ）を開発し，設計時間の短縮を図っている。また，東芝クル ーフの国内 コ
ンピ ュータネ ットワークであるＴＧ－ＶＡＮ（Ｔｏ・ｈｉｂａ Ｇ・ｏｕｐ・ ＶＡＮ）を利用して，国内の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２６）デザイソセソターや工場などを結んでユ ー一 ザーへの迅速なサービスを図っている 。
　デザイソセソター は， 国内だけでなく世界的に展開されている。アメリカ ，英国，ド
イツ ，スウェーデ ソ， 香港など１０数カ所に設立し，これらを半導体 システム技術セソ


























ノース ・アメリ ８／１６ピ ットＭＰＵ ザ　イ　 ロ　グ
カ　　　（米） （米）
ＭＯＣＶＤの薄膜成長技術 ロツクウエル
半導体装置、半導体製品 、 インターナシ ョ




メモリ技術、４ＭＤＲＡＭ 、メ １メガビ ットＣＭＯＳＤＲＡＭ
（米） モリー・ マイコン分野 の技術的知識１メガビ ントＣＭＯＳＤＲＡＭ シーメ　ンス
ＡＳ１Ｃ（ゲートアレイ）に関す 縮小版の技術的知識
（独）
＝ る技術 東 ゲートアレイ 「１１０Ｇ」「１０２Ｇ」
＝ 「１４０Ｇ」の８シリーズの設計技術




































４’一’じ共同開発 デジタル ・マップ ・ジエネレータ ハ　リ　ス
一．・．◆その他の契約
（米）



























１３）同上，５５～５８べ 一ジ ，６０ぺ一ジ参照 。
１４）詳しくは，日経ＢＰ杜編『日経マイクロ デバイス』１９９０年１０月号，５４～７０べ一ジを参照 。


















２３）　 日経ＢＰ杜編，前掲書，５６ぺ 一ジ，図２参照 。
２４）同上，６９ぺ 一ジ 。
２５）同上，７０べ 一ジ 。
２６）以上の説明は，産業ジャーナル 編， 前掲書，９４ぺ一ジを参照 。
２７）以上の説明は，同上，９５ぺ一ジを参照 。
１８９
２８）同上，３４－４２ぺ 一ジ ，および『日本経済新聞』１９９０年１２月１０日付け 。
２９）柳町功「日韓半導体企業の事業戦略比較一東芝と三星電子の国際化戦略を中心に一」『名











企業名 総売上高 研究開発費 研究開発比率
日　本電気 ３４ ，４４２ ２， ４６５ ７． ２
東　　　芝 ４２ ，５２０ ２， ６５９ ６． ３
日立製作所 ７０，７７９ ４， ２９５ ６． １
富　士　通 ２５ ，４９８ ２， ９９１ １１ ．７
三菱電機 ２９ ，７６４ １， ４５１ ４． ９
松下電器産業 ６０，００３ ３， ４５７ ５． ８
三洋電機 １４ ，７１８ ７４８ ５． １
シ　ヤ　ー　プ １３，４４８ ７８２ ５， ８
沖電気工業 ６， ２９１ ３４８ ５． ５
ソ　　　ニ　　　ー ２９，４５２












































１９８０年は１ ，３８９億円 ，１９８４年は７，６２８億円と増加を続げた後，１９８５年は５，１０４億円 ，１９８６
　　　　　　　　　　　３）年は２，７５０億円と減少した。その後は増加を続け，１９９０年には６，３２５億円まで回復してい
る。 設備投資額の対半導体売上高比率をみると ，１９８０年は２４．９％，１９８４年は４２．４％にな
























投資額は大きく変動しているが ，　 （出所）日本電子エ業会編ｒっ１ＩＣガィドブ ック』１ｇｇ１年 ，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　２５ぺ 一ジ ，図４ 。研究開発投資額は一貫した上昇
を示していることが特徴的である 。１９８０年代を通して，半導体企業は設備投資を削減す





















































供給メーカー 売上 シェ ア 供給 メーカー 売上 シェ ア
１ 日本電気 １３５ １５ 東　　　芝 １， ６２５ １９
２ 日立製作所 １２５ １４ 日本電気 １， １００ １３
３ 富　士　通 １１５ １３ 日立製作所 １， ０００ １１
４ ＴＩ １１０ １２ 三菱電機 ９００ １０
５ モステ ック ８５ ９ 富　士　通 ７００ ９
他 ３３０ ３７ 他 ３， ３５５ ３８










たのが，２５６Ｋ　ＤＲＡＭであ って，日本半導体企業が全世界の市場 シェ ァの９０％以上を
　１４）
獲得するという事態が出現し，アメリヵ半導体企業は次々とＤＲＡＭ市場から撤退して
















　　１）　日本電子機械工業△編「９１ＩＣカイトフソ ク』１９９１年，２３へ 一ソ ，表１３ ．
　　２）同上，２４べ 一ジ ，表１４ ．
　　３）同上，２３ぺ 一ジ ，表１２，および同編『半導体産業の現状と将来展望』１９８８年，６７ぺ 一ジ ，
　　　表５－４－１．
　　４）同上（１９８８年），６８べ 一ジ，表５－４－４ 。ただし，１９８８年の数値は筆者の計算 。


















　以上の検討から，明らかにな ったことを整理すると ，次のようになる。第１に ，
ＤＲＡＭをはじめとする半導体研究開発の課題はますます高度化している。製品技術革
新は生産工程および材料技術革新が同時並行的に行なわれることによっ て実現されてき
たが，それは今後とも変わらない 。
　第２に，半導体企業の競争力にとっ て研究開発は決定的に重要である。ＤＲＡＭ開発
では，複数世代対応の研究開発体制の構築がポイソトとな っている。東芝の場合，それ
は， 次々 世代の要素技術開発を行う研究所，次世代製品開発を行う研究所，そして量産
化技術開発にすみやかに移行するための２段階の工場バイロット制というように，複数
世代の製品を時間差はありながらも同時並行的に開発する体制にな っていた 。
（６３０）
半導体企業の研究開発体制（肥塚） １９５
　第３に，複数世代対応の研究開発体制を半導体企業が構築するには，巨額の費用か必
要である。こうした体制を構築できる資金力を有する企業のみが，ＤＲＡＭのような戦
略的製品市場において，競争を継続することが可能である 。
　ところで，本稿では，半導体企業に限定して研究開発の問題を論じてきた。半導体産
業の研究開発問題は，半導体製造装置産業などを含めて論じる必要かあるが，この点に
ついては次の課題にしたい 。
＊本稿は「文部省科学研究費補助金」により作成した 。
（６３１）
